somemed) POPIS VYNALEZU | 213 925

"REPUBLIKA

(19) . - |y | B1)
K AUTORSKEMU OSVEDCENI
(61)
(23) Vystavni priorita (51) Int. CI> H o1 L 21/18

(22) Prihlaseno 13 02 80
(21) PV 974-80

URAD PRO VYNALEZY
(40) Zvefejngno 15 09 81

A OBJEVY (45) Vydéno 01 06 84

(75)
Autor vynalezu ZAMASTIL JAROSLAV prom. fyz., KRAUS VILADIMIR ing, CSC., SIMKO TI40TEJ ing., PRAHA

(54) Zpasob zvyseni ochrany vykonovych StyPvrstvych polovodilovych struktur viéi Géinkim

ne¥ddoucich p¥imési

Vyndlez se tykd zphsobu zvySeni ochrany vykonovych polovodidovych struktur proti
G8inktm neZddoucich parazitnich pFimési,

V prabdhu technologického zpracovdni, hlavné pak vysokoteplotnich operaci pri
vyrobd vykonovych polovodidovych souldstek se na k¥emik v menS{i &i v&t8i mi¥e /podle
drovné technologické &istoty/ adsorbuji nedistoty, které pii vysokoteplotnim zpraco-
véni difunduji do objemu polovodidového materidlu, kde vytvdfeni primésové hladiny
blizko sthedu zakdzaného pdsu, kterd snizuji dobu Zivota minoritnich nositelil ndboje
a zésadnim zpGsobem degraduji zdkladni statické parametry vyslednych souldstek. Nekte-
rd z téchto phimdsi /naph. Au/ lze odstranit z objemu polovodile tzv., getraci neboli
inverzni difusi. Tento technologicky princip je zndmy a vyuzivd getraéni Glinky
fosforovich atomd obsaZenych ve vrstvdch o vysoké koncentraci fosforu /1O25 az 10°7
‘at/m/. Tento efekt je velmi patrny zvld3té ve spojeni s ndslednym vakuovym %ihdnim
polovodidovych struktur obsahujicich vysokolegovanou vrstvu dotovanou fosforem, ke
kterd pbiléhd vretva fosforsilikdtové skloviny. Getralni d€inky té&chto vrstev se
pak projevuji jak p¥i vlastni difusi fosforu, tak pFi vakuovém Zihdni,

Soudasnd plandrni konstrukce vykonovych polovodidovych souldstek je z katodové

gtrany tvoPena plandrni Slendnou strukturou Fizeného emitoru, kterd je tvorena
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$idici oblasti, sit{ mikrosvodd a obvodovim zkratem., Vnit¥ni polo@ér obvodového zkratu
Je vymezen oxidickou maskou, vndj8i polomér vznikd po kontaktovdni polovodiSovs struktu-
ry kontaktnim kovem a nisledném obna¥eni PN piechodu. Takto vytvo¥end plandrni struktu-
ra md zdsadni ngvihodu v tom, %e getraldnimu plsobeni je odkryta pouze vlastni plocha

a ndsledne objem pod katodovym emitorem, nikoliv vSak obvod destidky, obvod budouci
fasety systému, P#im&si, kterd v prubdhu technologického zpracovdni difunduji do obje-
mu polovodide a zpisobuji svou polohou pobliZe stredu zakdzandho pdsu degradaci gene-
radng rekombinadnich vlas;nosti, nejsou v oblasti_budouci fasety systému vymezené
oxidickou maskou vystaveny getradnim i&inkim fosforovych atoml, Zvlidité tato oblast

je vdak vlivem geometrie a podminek na povrchu obnaZengch PN piechodl velmi citlivd

na ne#idouci primési, kterd zpusobuji pFi dostatedné koncentraci /dané drovni techno-
logické distoty/ degradaci napétovich vlastriosti, zvlddté pak teplotnich zdvislosti
blokovacich a zdv&rnych proudd.

Tuto nevyhodu Yedi zplsob zvySeni ochrany podle vyndlezu v podstatd tak, Ze
do jejich katodové strany, se v oblastech leificich vn& vndjsiho poloméru obvodového

zkratu, daného plandrnim uspo’dddnim pifsluéné vikonové polovodidové struktury, pri
vytvdPeni vysocelegované emitorové vrstvy, difunduje fosfor,

Odstrandni parazitnich pPimdsi z tdéto oblasti getradnimi Udinky fosforovych

_atomd ve vysokolegovanych vrstvdch dotovanfch fosforem se projevi zdsadnim zpl-
sobem na napdfovych vlastnostech polovodidovyech souddstek, phedeviim pak na teplotni
zdvislosti zdvdrnych a blokovacich proudi, .

Ne pFipojenych obrdzcich 1 a 2 jsou v Pezu zobrazeny priklady polovodidovych
struktur, na které je aplikovdn zpisob podle vyndlezu.

Na obrdzku 1 je zobrazena katodovd &dst polovodidové agtruktury s oxidickou
maskou 1, poloméry R 1 a R 2 obvodového zkratu a nazngéenou obvodovou fasetou 2
systému,

Na obr, 2 je vndjd{ po}omér‘R 2 obvodového zkratu vymezen oxidickou maskou 1
tak, Ze do katodové stfany tyPvratvé polovodidové struktury je do oblasti, které

le{ vné vndjs3iho poloméru R 2 obvodového zkratu daného plandrnim uspordddnim
vykonové polovodidové struktury /II./ p¥i vytvdPeni vysoce legované emitorové
vretvy difusi fosforu difundovin fosfor g; Timto zplsobem je getradnimu plisobeni
fosforu odkryta celd oblast obvodovych &8sti polovodidové destilky, které leii
vné vnéjsdiho poloméru R 2 obvodového zkrgtu /oblast II,/ a tim i objem pod tEmito
oblastmi, Oblast budouci fasety je tak v maximdlni mi¥e zbavena parazitnich nedistot
8 hlubokymi drovnémi f zakdzaném pdsu kPemiku, které by mohly zplsobit degradaci
vlastnost{ struktury v této 84sti polovodidové souldstky, jeZ je vlivem vyisténi
PN pPechodu a vzniku povrchovych stavi na toto znedisténi obzvldsté citlivd,

Briklad provedenis

U vysokonapéfového tyristoru na priméru k¥emiku 40 mm je vnit¥ni polomdr
obvodového zkratu vymezeny oxidickou maskou 16, 5 mm, Vymezenim vndj&iho polo~

méru obvodového zkratu na oxidické masce jsou oblasti vné tohoto polomdru 17,5 mm
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obnaZeny od maskujici vrstvy Si 0, a probihd zde pPi vytvi¥eni n+ emitoru difusi
fosforu p#i teplotd 1230 °C po dobu 2 hodin z POCl3 difuse fosforu, kterd zpl-
gobuje getraci objemuApod touto oblasti od neZddoucich pPimési. Tento efekt

je ddle zvySen vakuovym Zihdnim pPi tlaku menSim ne% 1,33’10_2Pa pFi teploté
1000°% po dobu 10 hodin a ndsledn& p¥i teplotdé 800 °C po dobu 16 hodin v kontaktu

8 fosforsilikdtovou sklovinou,

Zpisob zvySeni ochrany vykonovych CtyPfwvrstvich polovedidovyoh struktur
vidi déinkGm neZddoucich pFimési getradnim pisobenim vysocelegovanjch vrstev
aotovanjoh.fosforem, vyznadeny tim, Ze do jejich katodové strany
se v oblastech leZ{fcich vnd vnéjsiho poloméru obvodového zkratu daného plandr-
“nim uspordddnim pFisludné vikonové polovodiBové struktury, pii vytvdPeni vysoce-

legované emitorové vrstvy, difunduje fosfor,

1 vykres
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Vytiskly Moravské tiska¥ské zévody,

C 6 na: 240 Ké¢s
provoz 12, Leninova 21, Olomouc
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